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Prufungsantrag gem. § 44 PatG ist gestellt 
(§) Substrathalterung fur SiC-Epitaxie 
@ Es wird eine Substrathalterung, die eine Kontaminie- 

rung des Substrats bei der Bearbeitung, z. B. bei einer Er- 

zeugung einer Epitaxieschicht auf dem Wafer, aus- 

schliefct, sowie ein Herstellungsverfahren dafur angege- 

ben. 

GemalS der vorliegenden Erfindung ist eine solche Vor- 
richtung zum Haltern eines Substrats, die einen Suszeptor 
(1) als Unterlage fur das zu beschichtende Substrat (2) 
umfafct, dadurch gekennzeichnet, daB der Suszeptor (1) 
einen Einsatz (3) umfaSt, dessen Oberflache (5) wenig- 
stens teilweise mit einer Metal lea rbid-Schicht (6) vorge- 
gebener Dicke bedeckt ist. 

Zum Herstellen eines Suszeptors (1) mit einer Oberfla- 
chenschicht (6) aus Metallcarbid werden die Schritte Er- 
zeugen einer metallischen Vorform, Einbetten der metal- 
lischen Vorform in ein kohlenstoffhaltiges Pulver, Aufhei- 
, zen der metallischen Vorform und des kohlenstoffhaltigen 
i Pulvers auf eine erhohte Temperatur, Hartbearbeiten der 
getemperten Vorform, Anordnen der hartbearbeiteten 
Vorform an dem Suszeptor (1) als Einsatz (2) durchge- 
fuhrt. 
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Die Erfindung betrifft eine Vorrichtung zum Haltern eines 
Substrate, die einen Suszeptor als Unterlage fur das zu be- 
schichtende Substrat umfaBt, sowie ein Verfahren zum Her- 5 
stellen eines solchen Suszeptors. 

Das Aufwachsen von einer einkristallinen Schicht erfolgt 
bei Siliciumcarbid bei sehr viel hoheren Temperaturen als 
bei anderen Halbleitern wie Silicium oder Galliumarsenid. 
Daher besteht ein Hauptproblem bei der Siliciumcarbid-Epi- 10 
taxie in der Wahl eines geeigneten Materials als Unterlage 
und Befestigung des SiC- Wafers. Grund hierfur ist zum ei- 
nen die hohe ProzeBtemperatur zwischen 1300°C und 
2000°C und zum anderen die Notwendigkeit, einen Wasser- 
stoffpartialdruck in der ProzeBkammer von etwa 10 kPa 15 
(0,1 atm) aufrecht zu erhalten, um ein einkristallines Wachs- 
tum mit akzeptablen Wachstumsraten (> 1 u/h) zu ennogli- 
chcn. AuBcrdcm muB cincRcaktion dcs Materials, das in di- 
rekten Kontakt zum SiC-Substrat stent, mit diesem Substrat 
verhindert werden. 20 

Aufgrund dieser Anforderungen werden beim Stand der 
Technik als Materialien beschichteter und unbeschichteter 
Graphit sowie Werkstoffe aus Ubergangsmetallen verwen- 
det. 

Unbeschichteter Graphit ist formstabil und chemisch vol- 25 
lig inert gegenuber SiC. Selbst bei sehr hohen Temperatur- 
gradienten kommt es zu keiner RiBbildung durch thermische 
Spannungen. 

Bei der genannten hohen ProzeBtemperatur von 1300 bis 
1600°C und einem Wasserstoffpartialdruck von etwa 10 kPa 30 
kommt es jedoch zu einer Reaktion mit dem Wasserstoff un- 
ter Bildung von Kohlenwasserstoffen. Auch wenn die Ab- 
tragsraten in der GroBenordnung von 1 um/h sind, verschie- 
ben diese Kohlenwasserstoffe das durch die verwendeten 
ProzeBgase wie z. B. Silan, Propan vorgegebene Verhaltnis 3S 
von Kohlenstoff zu Silicium im Bereich der Substratoberfla- 
che hin zu UberschuB an Kohlenstoff. Dieser Effekt ist orts- 
abhangig und erzeugt Inhomogenitaten im Substrat. Weiter- 
hin werden im Graphit enthaltene Verunreinigungen freige- 
setzt (Al, TI, B) und in die Epitaxieschicht eingebaut. Eine 40 
Verschlechterung der Eigenschaften dieser Schicht sind die 
Folge. 

Um hier Abhilfe zu schaffen, wurden in den letzten Jah- 
ren verstarkt Graphitteile fur die Halterung des Wafers ver- 
wendet, die mit Siliciumcarbid (SiC) beschichtet sind. Eine 45 
Reaktion des Wasserstoffs mit dem Graphit kann dadurch 
verhindert werden, daB diese Beschichtung gasdicht ge- 
macht wird. 

Andererseits fuhrt die Beschichtung zu einer deutlichen 
Verschlechterung der mechanischen Eigenschaften der 50 
Teile. Temperaturgradienten in den mechanischen Teilen 
konnen zu Rissen in der Beschichtung und sogar zu einem 
Brechen des gesamten Teils fuhren. Auch nicht durchgan- 
gige Risse fuhren bei der iiblicherweise verwendeten induk- 
uven Heizung zu einer unkontrollierbaren Beeinflussung der 55 
Temperaturverteilung. 

Dariiber hinaus besteht das Problem, daB es durch den 
Kontakt des Wafers mit einer mit SiC beschichteten Oberfla- 
che zu einem unerwunschten Aufwachsen von SiC kommt. 
Dieses Problem wird durch die hohen ProzeBtemperaturen 60 
verstarkt. Der Transportvorgang erfolgt insbesondere von 
der Unterlage zur Riickseite des Wafers. 

Ebenso ist aus der Literatur die Verwendung von Uber- 
gangsmetallen wie Mo und Ta als Suszeptor fur die SiC-Epi- 
taxic bckannt. Bcidc Ubcrgangsmctallc bcsitzcn einen nicd- 65 
rigen Dampfdruck und werden vom Wasserstoff nicht ange- 
griffen. Wie Graphit ertragen diese Metalle hohe thermische 
Spannungen. 



Die Diffusionskon stan ten von Verunreinigungen in die- 
sen Metallen sind jedoch hoch, so daB z. B. in den Uber- 
gangsmetallen enthaltenes Al durch diesen Vorgang in die 
ProzeBatmosphare gel an gen und die Eigenschaften der Epi- 
taxieschicht verschlechtern kann. Beide Metalle bilden au- 
Berdem Silicide und Carbide, es kommt somit zu einer Re- 
aktion mit der Waferruckseite bzw. mit den Spaltprodukten 
des Silan und Propan. Damit andern sich zeitabhangig die 
optische Eigenschaften der Material oberflache. Da der War- 
metransport bei den hohen ProzeBtemperaturen zu einem 
wesentlichen Teil Liber Strahlung erfolgt, ergeben sich dar- 
aus wiederum unerwunschte Ruckwirkungen auf die Tem- 
peraturverteilung der Waferauflage, Ta besitzt weiterhin die 
Neigung, bei hohen Temperaturen Wasserstoff in seinem 
Kristallgitter einzulagern, was bei einem raschen Abkuhl- 
prozeB zu einer Zerstorung des Werkstucks fuhrt. Ublicher- 
weise muB daher der AbkuhlprozeB bei etwa 1000° fur ca. 
1 h angchalten werden und die H-Atmospharc z. B. durch 
Ar ausgetauscht werden. Dies fuhrt zu einer unerwunschten 
Verlangerung des Gesamtprozesses und hoheren Kosten. 

Es ist die Aufgabe der vorliegenden Erfindung, eine Sub- 
strath alterung zu schaffen, die eine Kontaminierung des 
Substrats bei der Bearbeitung, z. B. bei einer Erzeugung ei- 
ner Epitaxieschicht auf dem Wafer, ausschlieBt, sowie ein 
Herstellungs verfahren dafiir anzugeben. 

Diese Aufgabe wird gelost durch eine Vorrichtung zum 
Haltern eines Substrats mit den Merkmalen nach Anspruch 
1 und ein Verfahren zum Herstellen eines Suszeptors nach 
Anspruch 11. Die Unteranspriiche beziehen sich auf bevor- 
zugte Ausfuhrungsformen der Erfindung. 

Die Erfindung beruht darauf, zumindest Teile der Hilfs- 
materialien, die sich beim SiC-EpitaxieprozeB im Bereich 
hoher Temperatur befinden, durch Metallcarbide zu erset- 
zen. Dazu wird vorgeschlagen, die Oberflache der Teile, die 
mit dem SiC-Substrat unter den genannten Umgebungsbe- 
dingungen in Beruhrung kommen, zu versiegeln, d. h. gas- 
dicht zu beschichten, so daB von den Teilen kein kontami- 
nierendes Material Liber die Oberflache in das Substrat ein- 
gebaut werden (diffundieren) kann. Hierbei sind solche 
hochtemperaturstabilen Carbide zu wahlen, die sowohl ge- 
genuber Wasserstoff inert sind als sich auch gegenuber SiC 
im chemischen Gleichgewicht befinden. Weiterhin darf der 
Carbid-Bildner keine elektrisch aktive Verunreinigung im 
SiC sein (Al- und Borcarbid scheiden daher aus). Besonders 
geeignet sind: TaC, MoC, NbC, WC. 

Die erfindungsgemaBe Vorrichtung zum Haltern eines 
Substrats, die einen Suszeptor als Unterlage fur das zu be- 
schichtende Substrat umfaBt, ist dadurch gekennzeichnet, 
daB der Suszeptor einen Einsatz umfaBt, dessen Oberflache 
wenigstens teilweise mit einer Metal lcarbid- Schicht vorge- 
gebener Dicke bedeckt ist. 

Vorzugsweise ist der Einsatz so aufgebaut, daB er in sei- 
nem Querschnitt eine " sandwich "-Struktur aufweist, d. h. er 
besteht aus einem Kern, vorzugsweise aus Graphit oder ei- 
nem Metalh der mit der Metallcarbid-Schicht bedeckt ist. 

Die Dicke der Metallcarbid-Schicht auf dem Einsatz kann 
mit dem Abstand vom Wafer sinken. Damit ist vor allem die 
Oberflache in der direkten Umgebung des Wafers versiegelt, 
so daB es zu keiner Diffusion kontaminierenden Materials 
zu dem Wafer von Teilen kommt, die direkt mit diesem in 
Beruhrung kommen. Dadurch werden auch die Herstel- 
lungskosten der entsprechenden, mit dem Wafer in Beriih- 
rung kommenden Teile gesenkt. 

Vorzugsweise besteht die Metallcarbid-Schicht aus TaC, 
MoC, NbC oder WC. 

Der Einsatz kann mehrere Kacheln fur jeweils ein Sub- 
strat umfassen, wobei jede Kachel dariiber hinaus eine Ver- 
tiefung fur ein Substrat aufweisen kann. 
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Das erfindungsgemaBe Herstellungs verfahren fur Ein- 
satze mit einer Oberflachenschicht aus Metallcarbiden be- 
ruht auf dem Tempern einer in SiC-Pulver eingebelteten 
Vorform zwischen 1500°C und 2000°C und der anschlie- 
Benden Hartbearbeitung zur endgultigen Formgebung. Mit 
diesem ProzeB wird ein Verbundwerkstoff erzeugt, der aus 
einer je nach Temperbedingungen mehr oder weniger dik- 
ken Carbid-Oberflachensehicht und noch nicht carbidisier- 
tem Metall im Inneren besteht. Die Komgrenzen in diesem 
Meiall sind dabei ebenfalls zumindest teilweise carbidisieri. 

Das erfindungsgemaBe Verfahren zum Herstellen eines 
Suszeplors mit einer Oberflachenschicht aus Metallcarbid 
urnfaBt die Schritte Erzeugen einer metallischen Vorform, 
Einbetten der metallischen Vorform in ein kohlenstoffhalti- 
ges Pulver, Aufheizen der metallischen Vorform und des 
kohlenstoffhaltiges Puivers auf eine erhohte Temperatur, 
Hanbearbeiten der getemperten Vorform und Anordnen der 
hartbcarbcitctcn Vorform an dem Suszeptor als Einsatz. 

Vorzugsweise liegt bei dem Verfahren die erhohte Tempe- 
ratur zwischen 1500°C und 2000°C und erfolgt das Aufhei- 
zen unter erhohtem Druck. 

Das kohlenstoffhaltige Pulver urnfaBt insbesondere Sili- 
ciumcarbid- Pulver. 

Die Erfindung hat die folgenden Vorteile. Es kommt zu 
keiner Reaktion der Waferumgebung mil dem SiC sowie mit 
dem ProzeSgas der Epitaxie wie z. B. Propan. Si lan und 
Wasserstoff. Damit wird die Reinheit der Epitaxieschicht 
verbessert und eine hohere Lebensdauer des Werkstiicks er- 
reicht. Die mechanischen Eigenschaften der Substrathalter- 
komponenten sind gut, da Carbide an sich sprode sind, 
durch den duktilen metallischen Kern die Gesamtform je- 
doch stabilisiert wird und damit eine groBere Flexibilitat 
beim Design von Suszeptor, Probenhaiter usw. moglich ist. 
AuBerdem wird die Diffusion in den Carbiden gegeniiber 
den Metallen stark reduziert. Als "Diffusionsbremsen" wir- 
ken insbesondere die Korngrenzen im metallischen Gefuge. 
Damit wird eine verbesserte Reinheit der Epitaxieschicht er- 
reicht. SchlieBlich wird die Einlagerung von Wasserstoff in 
das Kristallgitter unterbunden, wodurch eine rauonelle Pro- 
zeBfuhrung ermoglicht wird. 

Die Erfindung wird im folgenden zum besseren Verstand- 
nis anhand zeichnerisch dargestellter Ausfuhrungsbeispiele 
erlautert, wobei Bezug genommen wird auf die beigefugten 
Zeichnungen. 

Fig. 1 zeigt eine Ausfuhrungsform des erfindung sgema- 
Ben Graphit-Suszeptors mit Carbid-Einsatz im Querschnitt. 

Fig. 2 zeigt im Querschnitt das Gefuge eines mit dem er- 
findungsgemaBen Verfahren hergestellten Einsatzes fiir den 
Graphit-Suszeptor nach Fig. 1. 

Fig. 3 zeigt eine Ausfuhrungsform des erfindungsgema- 
Ben Einsatzes fiir eine Multiwafer-Epitaxieanlage im Auf- 
riB. 

Fig. 1 stellt im Querschnitt eine bevorzugte Ausfuhrungs- 
form des erfindungsgemaBen Suszeplors 1 dar. Vorzugs- 
weise wird der Suszeptor 1 aus Graphit hergestellt, damit er 
optimale Warmeleitfahigkeit besitzt und fur eine Induk- 
lionsheizung (mit Wirbelstrom) die entsprechenden optima- 
len elektrischen Eigenschaften aufweist. Die genaue Form 
des Suszeplors 1 kann ohne Einschrankung durch die Erfin- 
dung an den Ofen angepaBt werden. So kann der Suszeptor 1 
Verfangerungen 4 aufweisen, die als Gestell zur Befestigung 
in einem (nicht dargestellten) Ofen dienen. Die Verlange- 
rungen 4 an der Seite des Suszeptors 1 in Fig. 1 konnen aus 
demselben Material wie der Suszeptor 1 bestehen und mit 
diesem cinstiickig verbunden scin odcr aus cincm andcrcn 
Material gefonnt sein und mil dem Suszeptor 1 formschlus- 
sig verbunden sein. 

Auf einer Oberseite weist der Suszeptor 1 erfindungsge- 



maB eine Vertiefung fur einen Einsatz 2 auf. Diese Vertie- 
fung dient zur Aufnahme einer oder mehrerer Kacheln oder 
Einsatze 2, auf denen jeweils ein Wafer oder ein Substrat 3 
aus einem Halhleitermaterial liegt. Tnsbesondere, aher nicht 
5 ausschlieBlich ist, wie oben bereits erlautert, die erfindungs- 
gemaBe Vorrichtung zur Halterung eines Substrats fur Halb- 
leitermaierialien geeignet, die bei sehr hohen Temperaturen 
bearbeitet werden mussen, wie SiC etc. Die Verarbeitung 
des Substrats aus SiC kann z. B. das epitaxiale Aufwachsen 
10 von SiC auf dem Substrat beinhalten. 

Der erfindungsgemaBe Einsatz 2 in dem Suszeptor 1 muB 
einerseits einer sehr hohen Temperaturbelastung standhalten 
und darf andererseits nicht durch die H-Atmosphare in sei- 
nen Eigenschaften beeintrachtigt werden. Erfindung sgemaB 
15 besteht der Einsatz 2 daher aus einem temperaturstabilen 
Carbid, das gegeniiber Wasserstoff inert ist und sich mit SiC 
im chemischen Gieichgewicht befindet. 

Damit durch das Kation im Carbid kcinc Vcrunrcinigung 
in das Siliciumcarbid eingebracht wird, scheiden einige Me- 
20 talle als Carbid-Kationen aus, insbesondere Al und B, die 
sonst in das SiC diffundieren oder in die Epitaxieschicht ein- 
gebaut werden und als Akzeptoren wirken konnten. Vor- 
zugsweise werden daher als Kationen des Carbids Tantal, 
Molybdan, Niob, Wolfram und weitere Nebengruppenele- 
25 inenle wie Cr, Hf, V etc. eingesetzt. 

Bei einer bevorzugten Ausfuhrungsform der Erfindung 
wird der Einsatz 2 durch Sintem oder Tempern eines Gemi- 
sches aus Metallpulver und KohlenstofT hergestellt. Unter 
Druck und bei hoher Temperatur kommt es in dem Pulver- 
30 gemisch zu einer Carburierung. Ein Querschnitt durch den 
so gewonnenen Verbundwerkstoff ist als Teil des Einsatzes 
2 in Fig. 2 gezeigt. Die Oberflache 5 des Einsatzes 2 wird im 
wesentlichen durch Carbid 6 gebildet, wahrend tiefer in dem 
Einsatz 2 das Metall in Form metallischer Gefiigekorner 7 
35 vorliegt. Die metallischen Komer 7 weisen jeweils eine 
Korngrenze 8 auf, an der das Meiall ebenfalls wenigstens 
teilweise carbidisiert ist. 

Bei einer anderen bevorzugten (nicht dargestellten) Aus- 
fuhrungsform der Erfindung wird eine " Sandwich "-Struktur 
40 als Einsatz verwendet, bei der die Oberflache eine Schicht 
aus Metallcarbid ist, die mit einer anderen Technik als der in 
dem obigen Absalz beschriebenen aufgebracht wird (z. B. 
Abscheidung aus der Gasphase etc.), und bei der der Kern 
des Einsatzes 2 ein Graphit-Korper oder ein Metallkorper 
45 ist. Diese Ausfuhrungsform hat den Vorteil, daB die Formge- 
bung des Einsatzes 2 einfacher ist als bei der obigen Herstel- 
lung mittels Sintern oder Tempem des gesamten Einsatzes. 

Insbesondere kann bei der letztgenannten Struktur die 
Dicke der Schicht aus Metallcarbid besonders einfach ein- 
50 gestellt werden, so daB vor allem die Teile in unmiltelbarer 
Nahe des Wafers versiegelt sind. Als Kern des Einsatzes 2 
kommen wiederum verschiedene Materialien in Frage, wie 
z. B. Graphit, Metalle wie Mo, W, Hf usw. und weitere Ver- 
bundmateri alien, die den Anforderungen an Temperatur und 
55 chemischer Belastung standhalten. 

Das erfindungsgemaBe Verfahren zum Herstellen eines 
Suszeptors mit einer Oberflachenschicht aus Metallcarbid 
beruht auf dem Tempern bzw. Sintern einer in SiC-Pulver 
eingebelteten Vorform, vorzugsweise bei einer Temperatur 
60 zwischen 1500°C und 2000°C, und der anschlieBenden 
Hartbearbeitung zur endgultigen Formgebung. Mit diesem 
ProzeB wird ein VerbundwerkstofT erzeugt, der aus einer je 
nach Temperbedingungen mehr oder weniger dicken Car- 
bid-Oberflachensehicht und noch nichi carbidisiertem Me- 
65 tall im Inneren besteht. 

Fig. 3 zeigt eine Ausfuhrungsform eines erfindungsgema- 
Ben Einsatzes in seiner GesamtgroBe. Im AuBenbereich ist 
der Suszeptor 1 dargestellt. Der Einsatz 2 setzt sich aus meh- 
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reren Kacheln 9 zusammen, die alle im wesentlichen eine 
solche Form haben, daB ein (nicht dargestellter) Wafer 3 auf 
ihnen Platz findet. In der dargestellten Ausfuhrungsform des 
Hinsatzes 2 ist. dieser fur 6 Wafer ausgelegt. Der Suszeptor 1 
wird urn eine Achse, die durch die Mi tie des Suszeptors 1 in 5 
Fig. 3 senkrecht zur Zeichenebene verlauft, gedreht. Die 
Rotation kann je nach Bearbeitungsschritt der Wafer 3 mit 
hoherer Geschwindigkeit errblgen, u. a. um einen stabilen 
Gasstrom in der (nicht dargestellten) Kammer oder dem 
Ofen bei der Bearbeitung zu gewahrleisten. Damit die Wafer 10 
3 bei der Drehung einen definierten Abstand zueinander ein- 
halten und nicht verrutschen, ist in jeder Kachel 9 eine Ver- 
tiefung 10 vorgesehen, deren Durchmesser dem Durchmes- 
ser eines Wafers entspricht. Damit ist der in Fig. 3 darge- 
stellte Einsatz 2 fur Multiwafer-Epitaxieanlage besonders 15 
geeignet. 

Ein weiterer Vorteil der Ausfuhrungsform nach Fig. 3 
licgt darin, daB dcfinicrtc Umgcbungsbcdingungcn fiir die 
Wafer geschaffen werden konnen. Eine Kombination der 
Carbide mit Graphit oder auch Metallen wie Ta, Mo, W 20 
beim Gesamtaufbau ist namlich insbesondere in der heiBen 
Zone eines Epireaktors wiinschenswert und im chemischen 
Gleichgewicht moglich. Da fur den Verunreinigungseintrag 
insbesondere die direkte Umgebung des Wafers kritisch ist, 
werden vorzugsweise dort die Carbide eingeselzt. Durch die 25 
Vertiefung 10 in den Kacheln 9 kann so verhindert werden, 
daB der Wafer 3 verrutscht und an einen Qrt gelangt, bei dem 
weniger Carbide vorliegen, so daB es zu einer Kontamina- 
tion des Wafers kommen kann. 
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1. Vorrichtung zum Haltern eines Substrats, die einen 
Suszeptor (1) als Unterlage fur das zu beschichtende 
Substrat (2) umfaBt, dadurch gekennzeichnet. daB der 
Suszeptor (1) einen Einsatz (3) umfaBt, dessen Oberfla- 
che (5) wenigstens teilweise mit einer Metallcarbid- 
Schicht (6) vorgegebener Dicke bedeckt ist. 

2. Vorrichtung nach Anspruch 1, dadurch gekenn- 
zeichnet, daB der Einsatz (3) mehrere Kacheln (9) fur 
jeweils ein Substrat (3) umfaBt. 

3. Vorrichtung nach Anspruch 2, dadurch gekenn- 
zeichnet, daB jede Kachel (9) eine Vertiefung (10) fiir 
ein Substrat (3) aufweist. 

4. Vorrichtung nach einem der Anspruche 1 bis 3, da- 45 
durch gekennzeichnet, daB der Einsatz (3) einen Gra- 
phit-Kern umfaBt, der mit der Metalicarbid-Schicht (6) 
bedeckt ist. 

5. Vorrichtung nach einem der Anspruche 1 bis 3, da- 
durch gekennzeichnet, daB der Einsatz (3) einen Me- 
tall-Kern (7) umfaBt, der mit der Metalicarbid-Schicht 
(6) bedeckt ist 

6. Vorrichtung nach einem der vorangehenden An- 
spruche, dadurch gekennzeichnet, daB die Dicke der 
Metalicarbid-Schicht (6) mit dem Abstand vom Wafer 
(3) sinkt. 

7. Vorrichtung nach einem der Anspruche 1 bis 6, da- 
durch gekennzeichnet, daB die Metalicarbid-Schicht 
(6) fur den Einsatz (3) Tantalcarbid umfaBt. 

8. Vorrichtung nach einem der Anspruche 1 bis 6, da- 
durch gekennzeichnet, daB die Metalicarbid-Schicht 
(6) fiir den Einsatz (3) Niobcarbid umfaBt. 

9. Vorrichtung nach einem der Anspruche 1 bis 6, da- 
durch gekennzeichnet, daB die Metalicarbid-Schicht 
(6) fur den Einsatz (3) Wolframcarbid umfaBt. 

10. Vorrichtung nach einem der Anspruche 1 bis 6, da- 
durch gekennzeichnet, daB die Metalicarbid-Schicht 
(6) fur den Einsatz (3) Molybdaencarbid umfaBt. 
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11. Verfahren zum Herstellen eines Suszeptors (1) mit 
einer Oberflachenschicht (6) aus Metallcarbid, gekenn- 
zeichnet durch die Schritte: 

Erzeugen einer metal lischen Vorform, 

Einbetten der metallischen Vorform in ein kohlenstoff- 

haltiges Pulver, 

Aufheizen der metallischen Vorform und des kohlen- 
stoffhaltigen Pulvers auf eine erhohte Temperatur, 
Hartbearbeiten der getemperten Vorform, 
Anordnen der hartbearbeiteten Vorform an dem Sus- 
zeptor (1) als Einsatz (2). 

12. Verfahren nach Anspruch 9, dadurch gekennzeich- 
net, daB das Aufheizen unter erhohtem Druck erfolgt. 

13. Verfahren nach Anspruch 9 oder 10, dadurch ge- 
kennzeichnet, daB die erhohte Temperatur zwischen 
1500°Cund2000°Cliegt. 

14. Verfahren nach einem der Anspruche 9 bis 11, da- 
durch gekennzeichnet, daB das kohlcnstoffhaltigc Pul- 
ver Siliciumcarbid-Pulver umfaBt. 
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